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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(S) Verdrahtungsteil und Leiterrahmen mit dem Verdrahtungsteil 

(57) Es wird ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektro- 
denabschnitt (4), der mit einer an einer Oberflache eines 
Halbleiterelements (8) ausgebildeten Elektrode elektrisch 
verbunden ist, einem zweiten Elektrodenabschnitt (5), der 
mit einer an einer externen Schaltung ausgebildeten Elek- 
trode elektrisch verbunden ist, und einem Verdrahtungs- 
abschnitt (2) geschaffen, der den ersten Elektrodenab- 
schnitt (4) mit dem zweiten Elektrodenabschnitt (5) ver- 
bindet. Der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite Elek- 
trodenabschnitt (5) und der Verdrahtungsabschnitt (2) 
sind aus einem plattenfdrmigen leitenden Korper (1) aus- 
gebildet, wobei die Dicke des Verdrahtungsabschnitts (2) 
nicht groSer als die Halfte der Dicke des ersten Elektro- 
denabschnitts (4) Oder des zweiten ElektrodenabschniTts 
(5) ausgefuhrt ist. Eine Feinverdrahtung kann dadurch er* 
reicht werden, indem der Leiter als Verdrahtungsteil zur 
elektrischen Verbindung der Halbleiterelementelektroden 
(9) mit den AuSenelektroden der Halbleitervorrichtung 
nicht groBer als die Halfte der erforder lichen Dicke des 
Leiterrahmenmaterials ausgefuhrt wird. 
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Bcschrcibung 258 048/1 98S offenbarte andere hcrkommliche Leiierplatie 

angewcndei ist. Bei dcr Darsicllung bezeichnet. die Bezugs- 

Dic Erlindung bciriiU cin Verdrahiungsieil zur Verwcn- zahl 8 ein Haibleiterele mem, 9 cine an der Oberflache deni 

dung hei eincr Halhlcitcrvorrichiiing und cincn Ijciicrrah- Halhteitereiements ausgchildcic Halbicitercleineniclckirode 

men mil dem Verdrahiungsieil. 5 und 16 eine gedruckte Mchrschichi-Leiierplatie dar. an dc- 

In letztcr Zcil isi irn Zusaimncnhang mil. der hohcren In- ren Oberfliiche das Halblciierelcnieni 8 angebrachi ist. Die 

tcgration und dcr hohcren Dichle von Halblei tcrvomchtun- Bezugszahl 11 bczeichnei cine an dcr Oberfliiche dcr «e- 

gen die Anzahl dcr lfingabe-/Ausgabcanschlussc von Halb- druckten Mehrschichi-Leiierplatte 16 ausgebildete leitcndc 

Iciicrclenienten angestiegen und die Untencilungsbreite der Verdrahtung, 17 einc in den inneren Schichien der gedruck- 

Anschliisse cngcr geworden. 10 len Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildete interne Ver- 

Die GrdBe und die Untencilungshreiie von Halblciterele- drahiung. 18 ein Btindloch zur elektrischen Verbindung al- 

nientelektroden.dieanden Oberflachen von einc Halbleiier- Icr Schichien dcr gedmckien Mehrschichi-Leiierplaue 16. 

vorrichiung bildenden Halbleiicrclementen vorgesehen 14 einen an der ruckwartigen Oberflache der gedruckien 

sind, unLcrschcidcn sich von denen der AuBenelcklroden, Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeten exiemen An- 

die bcispielsweisc auf der auBcren Oberflache der Halblei- 15 schluB, 19 ein Band (TAB-Band bzw. TAB-Filni) mil eincm 

tervorrichiung vorgesehen sind. Desha lb ist zur elektrischen Verdrahtungs muster zur elektrischen Verbindung der Halb- 

Verbindung der Halbleiterelcmcntelekiroden und der Au- leiterelernentelektrode 9 mil der an der Oberflache der ge- 

Gcncicktrodcn dcr HalblcitcrvorrichLung cin Verdrahtungs- druckten Mehrschichi-Leiierplaue 16 ausgebildeten Iciicn- 

teil ertbrdcrlich. den Verdrahtung 11 und 15 ein VerguBharz dar. Bei der mit 

Als Verdrahiungsieil isi ein Lciterrahnien oder eine ge- 20 Harz vergossenen Halbleitervorrichiung. bei der das Halb- 
druckte Leiierplatie verwendet worden. Die Verdrahtung leiierelernent 8 an der gedruckien Mehrschichi-Leiierplatte 
mil einem Lciierrahmen kann als cine Einschichiverdrah- 16 angebracht ist und mil dem VerguBharz 15 vergossen isu 
lung zur Verbindung erster Elektrodenabschnitte, die mit sind die Halbleiterelementelektrode 9 und die an der Ober- 
den auf den Oberflachen der HaJbleiterelemente vorgesche- flache der gedruckien Mehrschichr-Leiterplatte 16 ausgebil- 
nen Halblei tereleinenlelekiroden iiber Meidlldrahtt* oder 25 deie leiiende Verdrahtung 11 nuteinander niiltebi des TAB- 
dergleichen elektrisch verbunden sind, mit zweiten Elektro- Bands 19 elektrisch verbunden. Aufierdem ist die leitende 
denabschnitten definiert werden, bei denen es sich urn die Verdrahtung 11 iiber das Blindloch 18 und der intemen Ver- 
AuBenelekLroden der Halbleitervorrichiung handelt. Dem- drahiung 17 mit dem an der ruckwartigen Oberflache der ge- 
gcgenuber kann die Verdrahtung mil eincr Leiierplatie als druckten Mehrschicht-Leiierplatie 16 ausgebildeten AuBen- 
eine Mehrschicht. verdrahtung zur elektrischen Verbindung 30 anschluB 14 verbunden. Bei der in der japanischen Offenle- 
der ersien Elekirodenabschnitte, die mit den Haibleiterele- gungsschrift 258 048/1988 offenbarten Halblei tervorrich- 
menielektroden uber Meialldrahte oder dergleichen elek- tung kann ein HalbleiterelemenL mil mehr Anschliissen als 
trisch verbunden sind, mil den zweiten Elektrodenabschnit- das in der japanischen Offenlegungsschrift 79 652/1982 of- 
ten, bei denen es sich urn die AuBenclektroden der Halblei- fenbarte Halbleilerelement 8 angebracht werden, da bei die- 
lervorrichtung handeli, unter Verwendung von auf den ser das gedruckte Mehrschicht-Leiterplatie 16 mit der inter- 
Oberflachen von zumindest zwei Schichien einer doppelsei- nen Verdrahtung 17 und dem Blindloch 18 sowie das TAB- 
tigen Platte oder einer Mehrschichtplaite vorgesehenen lei- Band 19 angewandt wird. 

lenden Vcrdrahtungen und aufierdem eines Durchgangs- Wenn als Verdrahiungsieil zur elektrischen Verbindung 

lochs definiert werden, das die bei den unterschiedlichen der Elektroden an den Oberflachen der Halbleiterelemente 

Schichien ausgebildeten leitenden Vcrdrahtungen elckirisch 40 mit den AuBenelektroden der Halbleitervorrichiung eine 

verb index. Leiterplattc verwendet wird, wird eine Kupferfolie mit eincr 

Fig. 22 zeigt eine Schnittansicht einer Halb lei lervorrich- Dicke von 25 fJin bis 75 urn bei den Verdrahtungsteilen ver- 

tung, bei der eine beispielsweise in der japanischen Ofifenle- wendel, wodurch ermoglicht wird. eine Verdrah lungs unter- 

gungsschrift 79 652/1982 offenbarten herkommliche Leiier- teilungsbreite von 50 urn bis 150 urn auszubilden. Zusatz- 

plaue angewendet ist. In dicser Darstellung bezeichnet die 45 lich sind die AuBenelektroden einer Halbleitervorrichtung 

Bezugszahl 8 ein Halbleilerelement, 9 eine an der Oberfla- mit einem groBen Verdrahtungsabstand aufgrund der Aus- 

che des Halbleiterelements ausgebildete Halbleiterelcineni- bildung eines Lotanschlusses (eine Lotwdlbung) oder der- 

elekirode, 10 eine gedruckte Leiierplatie, an deren Oberfla- gleichen an der Oberflache ausgebildet, die der Oberflache 

che das Halbleilerelement 8 angebracht isi, 11 eine an der gegenuberliegend angeordnet ist, an der die Halbleiterele- 

Oberfiache der gedruckten Leiterplatte 10 ausgebildete lei- 50 rnente angebracht sind, damit die GrdBe Halbleitervorrich- 

tende Verdrahtung. 12 einen Metaildraht, 13 ein Durch- tung verringert werden kann. 

gangs loch, 14 einen an der ruckwartigen Oberflache der ge- Fig. 24 zeigt eine Schnittansicht einer Halblei tervorrich- 

druckten Leiterplatte 10 ausgebildeten AuBenanschluB und tung, die einen herkommlichen Leiterrahmen anwendet Bei 

15 ein VerguBharz. Bei der mit Harz vergossenen Halbleiter- dieser Darstellung bezeichnet die Bezugszahl 8 ein Halblei- 

vorrichtung, bei der das Haibleiterele ment 8 an der gedruck- 55 terelement, 9 eine an der Oberflache des Halbleiterelements 

ten Leiterplatte 10 angebracht ist und mit dem VerguBharz ausgebildete Halbleiterelementelektrode, 20 an Befesti- 

15 vergossen bzw. abgedichiet ist isi die an der Oberflache gungsplattchen, an den das Halbleitereleraent angebracht 

des Halbleiterelements 8 ausgebildete Haibleitereletnent- ist, 21 ein Befestigungsharz bzw. einen Kleber. der das 

elekirode 9 uber den Metal Idraht 12 mit einem Ende der an Halbleilerelement an das Befestigungspiattchen 20 klebt, 4 

der oberen Oberflache der gedruckien Leiierplatie 10 vorge- 60 einen ersien Elektrodenabschnitl des Leiterrahmens, 5 einen 

sehenen leitenden Verdrahtung 11 elektrisch verbunden, wo- zweiten Elektrodenabschnitl 5 des Leiterrahmens, 12 einen 

bei das eine Ende in der Nahe des Halbleiterelements 8 an- dtinnen Metaildraht zur elekirischen Verbindung der Halb- 

geordnet ist. Das andere Ende der leitenden Verdrahtung 11 leiterelernentelektrode 9 mil dem ersten Elektrodenabschnitl 

ist uber das Durchgangsloch 13 mil dem an der ruckwaru- 4, 15 ein die Halblei lerelememe abdichiendes VerguBharz, 

gen Oberflache dcr gedruckien Leiterplatte 10 ausgebildeien 65 22 cine cxtcmc Schaliung und 23 cine an dcr cxtcrncn 

AuBenanschluB 14 verbunden. Schaliung ausgebildete Elektrode, die an den zweiien Elek- 

Fig. 23 zeigt eine Schnittansicht einer Halbleiiervorrich- trodenabschniil 5 durch Loizinn 25 oder dergleichen geloiet 

tung, bei der eine in der japanischen Offenlegungsschrift ist 
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Kig. 25 zeim ein Schninansichi eincs Lei tcrrahn tens zur 
Beschrcibung dcs Herstcllungsvcrfahrcns dcs Leiterrah- 
mens ciurch cinen herkommlichcn Atzvorgang. Bci dieser 
Darsiellung hezeichnei die Be7.ugS7.ahl 1 cine leiienrtc Me- 
tallplatte icin Leiterrahmen material) mil ciner Dickc von 
t25 bis 200 uni und 3 einc Atzmaske mil einem vorbe- 
stiumuen Muster, wobei dasselbc Musier auf beiden Ober- 
ilachen dcr icitenden MeLallplatic 1 ausgebildct sind. Die 
Bezugszahl 2 bezeich.net einen Verdrahtungsabschniu des 
Leiterrahmens, der durch Aizen dcr leiicnden Metallplatte 1 
von beiden Oberflachen erzeugi wird, damil ein nichL von 
der Atzmaske bedeckt.er Abschniti durchdrungen wird. Da 
der herkonmuiche Leiterrahmen auf dicse Wcise hergestellt 
wird. wenn die leitende Metallplaite 1 mil einer Dickc von 
125 um bis 200 um verwendet wird, muB der Abstand zwi- 
schen benachbanen Verdrahtungsabschniuen 2 ctwa sogroS 
wic die Dicke der Icitenden Metallplaite I scin, AuBerdem 
lag zur Gcwahrlcistung dcs Atzvorgangs die minimalc Un- 
lerteilungsbreite (pitch) des Leiterrahmens in einem Bereich 
von 210 um bis 250 um, was etwa doppeii. so groB wic die 
Dicke der leitenden Metallplaite 1 ist. 

Zur Verkieinerung der Unterteilungsbreke des herkomm- 
lichen Leiterrahmens sind bei Definition des mil einer Halb- 
leiterelememelekirode durch Drahtbonden verbundenen 
AbschniLLi des Lei terrah mens als ein erster Elekirodenab- 
schnitt und des an eine exteme Schaltung geloteten Ab- 
schnitis als ein zweiter Elektrodenabschniu Verfahren zur 
Verringerung der Dicke des ersien Elekurodenabschnitis 
durch Atzen und darauffblgendes Verkleinern des Verdrah- 
tungsabstands in den japanischen Otfenlegungsschriften 
45 967/1990 und 335 804/1995 offenban. Fig. 26 zeigt den 
Vorgang zur Hersiellung des Leiterrahmens, die in der japa- 
nischen Offenlegungsschrift 335 804/1995 offenban isi. Bei 
dieser Darstellung stelll die Bezugszahl 1 ein leitende Me- 
taLlplatle, bei der es sich um ein Leiterrahmenmaterial han- 
delt. 3a und 3b Atzmasken und 4 den ersten Elektrodenab- 
schniu 4 dar. Die an einer Oberflache der leitenden Metall- 
platte 1 ausgebildete Atzmaske 3b weist eine Offnung zur 
Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitus 4 auf, wobei die 
an der anderen Oberflache der leiiendcn Metallplaite 1 aus- 
gebildete Atzmaske 3b eine Offnung zuui Atzen der anderen 
Oberflache aufweisu um diese volisUindig eben aus zubil- 
den. Die Bezugszahl 23 stelll eine Aussparung, die, um 
diese eben auszubilden. durch die Atzmaske 3a geatzt 
wurde, und 24 eine Atzwiderstandsschicht dar Zunachst 
werden die Atzmasken 3a und 3b an den Oberflachen der 
leitenden Metallplaite 1 ausgebildet (Fig. 26(a)), wobei der 
Atzvorgang an beiden Oberflachen gestartet wird und zeit- 
weilig ausgesetzt wird, wenn die Tiefe der Aussparung 23 
zwei Drittel der Dicke der leitenden Metallplatte 1 erreicht 
(Fig. 26(b)). Die Atzwiderstandsschicht 24 ist an der Seite 
der leiicnden Metallplatte 1 mit der Aussparung 23 ausge- 
bildet, wodurch verhindert wird, daB der Atzvorgang weiter 
voranschreitet (Fig. 26(c)). Dann wird der Atzvorgang an 
der Seite der leitenden Metallplatte 1 mil der Offnung zur 
Ausbildung des ersten Elektrodenabschnitts 4 fortgesetzu 
bis das Atzen die Atzwiderstandsschicht 24 zur Ausbildung 
des ersten Elektrodenabschnitts 4 erreicht (Fig. 26(d)). 
SchlieBlich werden die Atzwiderstandsschicht 24 und die 
Atzmasken 3a und 3b entfemt, wodurch der Leiterrahmen 
fertiggestelli wird (Fig. 26(e)). Fig. 27 zeigt eine Schnittan- 
sicht des auf diese Weise ausgebildeten Leiterrahmens. 
Wenn die Dicke T der leitenden Metallplatte 1 150 um be- 
iragu wird die Dicke T2 des ersien Elekirodenabschnitts 4 
dcs Lcitcrs 50 um, was cine Verkieinerung dcr Lcitcruntcr- 
teilungsbreiie ermoglichL Die Bezugszahl stellt einen zwei- 
len Elektrodenabschniu dar, bei dem es sich um die AuBen- 
eleklrode der Halbleitervorrichtung handelt, und 20 ein Be- 



fcsiigungsplatichcn. an das ein Hatblciierelcmcni antic- 
brachi isl. 

In den japanischen OlTenlegungsschrificn 216 524/1987 
und 232305/10^4 sind Verfahren zur Verringerung dcr 
5 Dickc des Lciicrs durch Ausbildung dcr Atzmasken 3 ab- 
wcchselnd auf beiden Oberflachen der leitenden Metall- 
platte I, bci dcr es sich um Lei i err ah men material handelt 
und zur Verkieinerung dcr Leiteruntertcilungsbreitc durch 
Vorsehen dcs Lciicrs auf beiden Seiren. wie in Fig. 28 ge- 
10 /.cigi. Jedoch weist ein derartig dunner ausgefiihrtcr Leiier 
den Nachtcil auf. daB, da geaizie Oberflachen abwechsclnd 
frciliegen. falls diese als Elektrodc zur Verbindung miuels 
Drahtbonden mil dem Halbleiterelemeni verwendei wird, 
sich das nahtfonnige Bondemittel zwischen der gealzicn ro- 
15 hen Oberflache und dem Halbleiterelemeni ablest. 

Wic vorsiehcnd beschrieben kann bei Verwendung einer 
Mehrschichi-Leiterplaue als Verdrahtungsieil eine groBcre 
Anzahl von Eingangs-/Ausgangsanschlusscn cincs Halblci- 
tereleinenis (Halblenerelementclektrcden) und einer klciner 
20 Unterteilungsbrciie hinsichtlich der GroBe verwirklichi wer- 
den. Jedoch erfordern das Durchgangsloch und das Blind- 
loch, die in unterschiedlichen Schichten ausgebildete unter- 
schiedliche Vcrdrahtungen verbinden, einen Bohrvorgang. 
Folglich triu das Problem auf, daB die Kosten der Halblei- 
25 lervorrichtung durch die Beschadigung des Bohrens, die 
Reinigung der gebohrten Oberflachen. den Schutz dcr Lei- 
terplatie vor Schneideol fur das Bohren und vor Bohrspanen 
und dergleichen erhoht werden. 

Demgegenuber isl bei der Verwendung eines Leiterrah- 
30 mens als Verdrahtungsieil eine Technik vorgeschlagen wor- 
den, die die Leiterunierteilungsbreite verkleinert, jedoch ist 
fur die AuBenelektroden der Halbleitervorrichtung keine 
Technik vorgeschlagen. Deshalb ist ein Vcrdrahtungsab- 
stand, der derselbc oder groBer wie der herkommliche ist, 
.35 zwischen den ersten Eiektrodenabschnitien mil kleiner Un- 
terteilungsbreite und den zweiten Elektrodenabschnilien 
(AuBenelektroden) mil der groBen Unterteilungsbrciie er- 
forderlich. Zusatzlich tritt das Problem auf. daB eine groSe 
Unterteilungsbrciie und ein groBer Bereich zur Ausbildung 
40 eines Lotanschlusses oder dergleichen crforderlich isi. wes- 
halb es folglich unmoglich isi, cine verklcincric Halbleiter- 
vorrichtung zu erhalten. 

Daher liegt der Erfmdung die Aufgabe zugrunde, diese 
Problemc zu losen und einen Aufbau zur Verkieinerung des 
45 Verdrahtungsabstands. die bisher nur durch Verwendung ei- 
ner Mehrschichi-Leiterplaue verwirklichi wurde, durch Ver- 
wendung eines Leiterrahmens und Verdrahtungsteils zu vcr- 
wirklichen, durch den der Leiterrahmen aufgebautist. Dabci 
soli ein Verdrahtungsieil. das eine groBere Anzahl und eine 
50 kleinere Unterteilungsbreite der Sufte der Eingangs-/Aus- 
gangsanschliisse eines Halbleiterelements erreichen sowie 
die Verkieinerung und Kosienverringerung der Halbleiter- 
vorrichtung erreichen kann, sowie einen Leiterrahmen mil 
einem derarugen Verdrahtungsieil geschaffen werden. 
55 Diese Aufgabe wird durch die in den beigefiigien Patent- 
anspriichen dar^elegten MaBnahrnen gelost. 

ErfindungsgcmaB wird ein Verdrahtungsieil geschaffen, 
das durch einen ersien Elektrodenabschniu, dcr mit einer an 
einer Oberflache eincs Halbleiterelements ausgebildeten 
60 Elektrode elektrisch verbunden isu einen zweiten Elektro- 
denabschniu, der ink einer an einer extemen Schaltung aus- 
gebildeten Elektrode elektrisch verbunden ist, und einen 
Verdrahtungsabschniu gekennzeichnei isu der den ersten 
Elektrodenabschniu mit dem zweiten Elekirodenabschniti 
65 vcrbindcu wobei dcr crstc Elcktrodcnabschnitu dcr zwcitc 
Elektrodenabschniu und der Verdrahtungsabschniu aus ei- 
nem plattenformigen Icitenden Korper ausgebildet sind und 
die Dicke des Verdrahiungsabschnitls nichi dicker als halb 
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so dick wic dcr ersic Elckirodcnabschniii oder der zwcite 
'[■lekij-odcnabschniit ausgefuhn ist . 

Dcr Verdrahtungsabschnitt kann an einer Oberfliiche dcs 
pialienfomiigcn leitcndcn Korpcrs vorgeschcn scin. 

AuBerdem kcinncn die Verdrahtungsabschnitie versireui 5 
an bcidcn Obcrflachcn dcs plattenlomiigen leitenden Kor- 
pcrs angeordnct scin. 

Die Dicke dcs ersien Elektrodenabschnius und die Dicke 
des zweiien Elektrodenabschnius konnen dieselbc wie die 
des plaucntomiigcn leitenden Korpcrs scin. >o 

Wcitcrhin kann die Dicke cntweder des ersten Elektro- 
denabschnitts oder des zweiien Elektrodenabschnius die- 
selbe wie die des plane nformigen Konpers scin. wobci die 
Dicke des andercn nichi mehr als die Halfte der des platten- 
fonnigen leitenden Konpers bctragen kann. 15 

Dariiberhinaus kann der erste Elekirodenabschniu oder 
der zweiie Elektrodenabschnitt deren Dicke nichi mehr als 
die Hal lie dcs platicnrornugcn lciicndcn Korpcrs bctragt 
geprcBt werden. um deren Oberflachen eben auszufuhren. 

ErfindungsgemaB wird auBerdem cin Vcrdrahiungsieil 20 
geschaffen, das durch einen ersten Elektrodenabschnitt dcr 
niit einer an einer Oberflache eines HaLbleiterelenients aus- 
gebildeten Elekirode elektrisch verbunden ist einen zweiien 
Elekirodenabschniu, der mil einer an einer exiernen Schal- 
lung ausgebildeten ElekLrode elektrisch verbunden ist einen 25 
Verdrahtungsabschnitt dcr den ersten Elektrodenabschniti 
mil dem zweiien Elekirodenabschniu verbindeL und einen 
Verbindungsabschniti gekennzeichnet ist dcr bei einern Teil 
des Verdrahiungsabschnirts zur Verbindung des Verdrah- 
tungsabschniits ausgebildei isu wobei der ersie Elektroden- 30 
abschniu. der zweite Elektrodenabschnitt der Verdrah- 
tungsabschnitt und der Verbindungsabschniu aus einern 
plauc nformigen leitenden Korper ausgebildei sind und je- 
wcils die Dicke des ersten Elektrodenabschnius, des zwei- 
ten Elektrodenabschnius und des Verdrahiungsabschniits 35 
nichi grofier als die Halfte der Dicke des Verbindungsab- 
schnius ausgefiihrt ist. 

Der Verbindungsabschniu kann ein Abschnitt sein, bei 
dem der Verdrahtungsabschnitt und entwederder erste Elek- 
trodenabschnitt oder der zweue Elektrodenabschnitt der 40 
breiter als der Verdrahtungsabschniu isU sich gegenscitig 
uberlappen. 

AuBerdem konnen die Verbindungsabschnitie. die entwe- 
der den ersten Elektrodenabschnitt oder den zweiien Elek- 
trodenabschnitt aufweisen und an benachbartcn Verdrah- 45 
tungsabschnitten ausgebildei sind, derart angeordnet wer- 
den, daB sie nicht nebeneinander ausgerichtet sind. 

Der Verdrahtungsabschnitt kann aus dem plattenlormigen 
leitenden Korper durch Atzen ausgebildet werden. 

Zumindesi eine Oberflache des ersten Elekirodenab- 50 
schnitis oder des zweiten Elektrodenabschnius kann nichi 
dem Atzvorgang unterzogen worden sein. 

Dcr Leiterrahmen gemaB der Erfindung ist init einer Viel- 
zahl von Verdrahtungsieilen versehen. 

Die Erfindung wird nachsiehend anhand von Ausfuh- 55 
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die beilicgende 
Zeichnung naher beschrieben. Es zcigen: 

Fig. 1 eine Schnittansichl eines Leiterrahmens gemaB ei- 
nern ersten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 2 eine Draufsichl des Leiterrahmens gemaB dem er- 60 
sten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 3 eine Schniitansichi des Leiterrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 4 eine Schniuansichi des Leiterrahmens gemaB dem 
ersten Ausfuhrungsbeispiel. 65 

Fig. 5 eine Schniuansicht eines Leiters des Leiterrahmens 
gemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 6 eine Schnittansichl des Leiiers des Leiterrahmens 



gemaB clem ersien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 7 cine Schnittansichl eines Loiters eines Lcitcrrah- 
mens gemaB einern zweiten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. fs eine Sc hnin ansicht dcs Teiters des 1 -eiterrahnicns 
gemaB dent zweiten Ausfiihrungsbci spiel. 

Fig. 9 eine Schnittansichl eines Leiters eines Lciierrah- 
niens gemaB cincm driucn Ausfuhrungsbeispiel, 

FigT 10 eine Schnittansichl des Leiiers des Lei icrrah mens 
gemaB dem driucn Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 11 eine Schninansicht eines Leiiers eines Leiterrah- 
mens gemaB eineni vierien Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 12 eine Seitenansichi des Leiiers dcs Leiterrahmens 
gemaB dem vicnen Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 1 3 eine Draufsichl eines Leiters eines leiterrahmens 
gemaB einern funften Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 14 eine Seitenansichi dcs Leiters des Leiicrrahmcns 
gemaB dent funften Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 15 cine Draufsicht dcs Leiters dcs Leiterrahmens ge- 
maB dem funften Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 16 eine seitliche Schniitansichi eines Leiterrahmens 
gemaB einetn sechsten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 17 eine Ansicht eines Leiiers des Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 18 eine Ansicht des Leiters des Leiterrahmens gemaB 
dem sechsLen Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 19 eine Draufsichl eines Leiterrahmens gemaB einern 
siebten Ausfuhrungsbeispiel. 

Fig. 20 eine Schnittansicht des Leiterrahmens gemaB dem 
siebten Ausfuhrungsbeispiel, 

Fig. 21 eine perspeklivische Ansicht eines zweiten Elek- 
trodenabschnius des Leiterrahmens gemaB dem siebten 
Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung, 

Fig. 22 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen 
Halbleiiervorrichtung, bei der ein Halbleiterelement an ei- 
ner herkommlichen gedrucklen Leiierplaue angebracht ist 
Fig. 23 eine Schnittansicht einer anderen mit Harz ver- 
gossenen Halbleiiervorrichtung, bei der ein Halbleiterele- 
ment an einer herkommlichen gedrucklen Leiterplatte ange- 
bracht isU 

Fig. 24 eine Schnittansicht einer mit Harz vergossenen 
Halbleiiervorrichtung, bei der ein herkommlicher Leiterrah- 
men angewendet ist. 

Fig. 25 eine Schnittansicht eines herkommlichen Leiter- 
rahmens, 

Fig. 26 eine Schniitansichi, die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommlichen Leiterrahmens darstellt 
Fig. 27 eine Schnittansicht eines anderen herkommlichen 
Leiterrahmens und 

Fig. 28 eine Schnittansicht, die einen Vorgang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkommlichen Leiterrahmens darstellt 



Ersies Ausfuhrungsbeispiel 

Nachstehend ist ein Leiierrahmen gemaB dem ersien Aus- 
fuhrungsbeispiel unter Bczug auf die Zeichnung beschrie- 
ben. . 

Fig. 1 zeigt eine Schnittansicht die den Aufbau des Lei- 
terrahmens gemaB dieser Erfindung darstellt wobei Fig. 2 
eine schemaiische Draufsicht des Leiterrahmens zeigt Bei 
diesen Darsteilungen bezeichnet die Bezugszahl 1 eine lei- 
tende Metallplaue (ein Leiierrahmenmaterial), 2 einen Ver- 
drahlungsabschnitt des Leiterrahmens, 4 einen ersien Elek- 
trodenabschnitt 4, der elektrisch uber einen dunnen Meiall- 
draht odcr dergleichen mil einer an der Oberflache des Halb- 
Icitcrclcmcnts 8 ausgcbildctcn Elekirode 9 elektrisch ver- 
bunden ist 5 einen zweiten Elektrodenabschnitt 5, bei dem 
es sich um eine mit einen exiernen AnschluB 14 eleklrisch 
verbundene AuBenelekirode der Halbleitervorrichtung nan- 
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dell, die aus eincm IxjianschluB hcrgcstcllt ist, 15 cin Vcr- 
guBharz. 20 cin BcfcstigungsplaUchen. an das das Halblei- 
icrclemeni 8 angebracht ist. 101 eine Fun rungs stance und 
102 einen leiterrahmen. 

Fitf. 3 zeiel eine Schnittansicht. die den Hcrsicllungsvor- 
gang des Lcitcrrahmens gemaB dem Ausfuhrungsbeispiel 
darstelll. Bei dieser Darsicllung bezeichnet die Bezugszahl 
3 Atzmasken. T die Dickc dcr leitenden Metallplaite 1. Tl 
die von dcr Oberflache (ruckwanigen Oberflache) der lei- 
tenden Metallplaite 1 geauzte Dicke, an der die Verdrah- 
Lungsabschnitte 2 nicht ausgebildct sind. T2 die Dicke dcr 
Verdrahiungsabschniue. die durch Atzen diinner ausgefiihn 
werden, Ml cin Maskic rungs muster der Atzmaske 3 zur 
Ausbildung der Verarahtungsabschnitte 2 und M2 eine OtT- 
nung der Atzmaskc 3 zur Ausbildung des Abstands zwi- 
schen den Verdrahtungsabschnitten 2. Das Bezugszcichen 
Wl bezeichnet die Breite eines durch das Maskierungsmu- 
sicr Ml ausgcbildctcn miulcrcn Abschnitts des .Vcrdrah- 
tungsabschnius 2 in der Richiung der Dickc. wobci lediglich 
aufgrund der geaizten Seiien die Dicke kleiner als das Mas- 
kierungsmuster Ml ist Das Bezugszeichen W2 bezeichnet 
den Abstand zwischen den durch Atzen ausgebildeten Ver- 
drahtungsabschnitten 2, wobei der Abstand lediglich auf- 
grund der geatzten Seiten groBer als die Otfnung M2 ist. Die 
Bezugzeichen A und B bezeichnen Alzgrenzflachen, die die 
Mustergrenzflachen an den durch Atzen von der unteren 
Oberflache des Verdrahiungsabschnias 2. das heiBt von den 
von der ruckwanigen Oberflache der leitenden Metallplatte 
1 ausgebildeten Oberflachen sind. Der Leiterrahmen wird 
durch Ausbildung der Atzmasken 3 mil einem vorbestimm- 
len Muster an beiden Oberflachen der leitenden Metallplatte 
1 erhalten, wobei das Atzen an beiden Oberflachen gleich- 
zeitig gestartet wird, das Atzen ausgesetzt wird, wenn die 
leitende Metallplatie 1 leilweise durcbdrungen ist und die 
vorbesiimmLen Atzendcn A und b erhalten werden, und 
schlieBlich die Atzmasken 3 entfemi werden. Dabei wird die 
Atzuefe Tl von der ruckwanigen Oberflache groBer als die 
Halfle der Dicke T der leitenden Metallplatte 1 und die 
Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2 kleiner als die Halfle 
dcr Dicke T der leitenden Metallplatte 1 . 

GemaB Fig. 3 sind die Verdrahtungsabschnitte 2 lediglich 
an einer Seite der leitenden Metallplatte 1 vorgesehen, je- 
doch konnen wie in Fig. 4 gezeigt die Verdrahtungsab- 
schnitte 2a und die Verdrahtungsabschnitte 2 jeweils ab- 
wechselnd aut der ersten und der zweiten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 vorgesehen werden, wodurch weiier die Lei- 
terunterteilungsbreite verringen wird. GemaB dieser Dar- 
stellung bezeichnet die Bezugszahl 2a Verdrahtungsab- 
schnitte fur die erstc Seite der leitenden Metallplatte 1, 2b 
Verdrahiungsabschnitte fur die zweite Seite der leitenden 
Metallplatte 1, M3 einc Offnung fur die Atzmasken 3 zur 
Ausbildung des Abstands zwischen den Verdrahtungsab- 
schnitten 2a oder zwischen den Verdrahtungsabschnitien 2b, 
die an unterschiedlichen Seiien der leitenden Metallplatte 1 
ausgebildet sind. 

Fig. 5 und 6 zeigen Schniuansichten eines Leiters des 
Leiterrahmens gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel. Da 
beide Oberflachen des ersten Elektrodenabschnitts 4 und des 
zweiten Elektrodenabschnitts 5 mit den Atzmasken 3 wah- 
rend des Atzvorgangs bedecki sind, weisen sowohl der erste 
Elektrodenabschnitt 4 als auch der zweite Elektrodenab- 
schniu 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte 1 auf. 
Obwohl eine Seite des den ersten Elektrodenabschnitl 4 mit 
dem zweiten Elektrodenabschnitl 5 verbindenden Verdrah- 
iungsabschnias 2 mit dcr Atzmaskc 3 wahrend des Atzvor- 
gangs bedeckt ist, wird das Aizen von der anderen Seite 
durchgefuhn. Deshalb wird der Verdrahtungsabschnitt 2 
diinner als der erste Elektrodenabschnitt 4 und der zweite 



Elektrodenabschnitl 5 ausgefiihn. 

Fig. 5 zcigi den Fall, bei dem die VcrbindungsoherHachen 
(AnschluGobcrilachcn) 4a und Sa des ersten Elektrodcnab- 
schnilis 4 und des zweiten Hlckirodenanschnitls 5 an dense I- 
5 ben Scitcn der leitenden Metallplatte 1 ausgcbildct sind. wo- 
hingegen Fifc. 6 den Fall zeigt. bei dem die Vcrbindungs- 
oberflkchen 4a und 4b an unterschiedlichen Scitcn dcr lei- 
tenden Metallplatte 1 angeordnet sind. Da beide Seiien des 
ersten Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodcn- 
10 abschnius 5 nicht geatztc cbene Oberflachen der leitenden 
Metallplatte 1 sine, wirdkein Problem bcitn Bonden vcrur- 
sachL Deshalb konnen die Verbinciungsoberflachen des er- 
sien Elektrodenabschnitts 4 und des zweiten Elektrodenab- 
schnitts 5 wic gewunschi ausgcwahli werden. 
15 Bei dem Leiterrahmen gemaB diesem Ausfuhrungsbei- 
spiel wird ein Atzen von beiden Seiten der leitenden Mciail- 
platie 1 durchgefuhn. wodurch die Verdrahiungsabschniue 
2 nicht dicker als die Halfle dcr Dickc dcr leitenden Mciall- 
plaiie 1 ausgefiihn werden. Folglich kann das Aizen unter 
20 den Bcdingungen durchgefuhn werden. daB der Abstand 
W2 zischen den Verdrahtungsabschnitien 2 oder der Ab- 
stand W3 zwischen den Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b 
derselbc wie die Dicke T2 der Verdrahtungsabschnitte 2. 2a 
und 2b ist. Folglich kann. selbst wenn die Leiteruntenei- 
25 lungsbreilc doppell so dick ausgeluhrt wird, wie die Dicke 
T2 nonnaierweise isu diese kleiner als die Dickie T der lei- 
tenden Metallplatte 1 sein. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen die zweiten 
Elekirodenabschniue 5 an der Innenseiie der ersien Elekiro- 
30 denabschnitte 4, das heiBt an der Ruckseitc des an dem Be- 
festigungsplattchen 20 angebrachten Halbleiterelements 8 
angeordnet werden. Folglich kann cine verkleinerte Halbiei- 
tervorrichtung erhaken werden. 

AuBerdem kann der Vorgang unter den Bedingungen 
35 durchgefuhn werden, daB der Abstand zwischen den Ver- 
drahtungsabschnitten 2 etwa genauso groB ist wie die Dicke 
T2 der Verdrahtungsabschnitte 2. indem die Dicke T2 der 
Verdrahtungsabschnitte 2 diinner ausgefiihn wird. Deshalb 
kann die Leiterumerteilungsbreite verkurzt werden. wobei 
40 eine Feinverdrahtung moglich wird. Zusatzlich kann. wenn 
die Verdrahiungsabschniitc 2a der ersten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 und die Verdrahtungsabschnitte 2b der zwei- 
ten Seite der leitenden Metallplatte 1 abwechseind angeord- 
net werden, der Abstand W3 zwischen benachbartcn an un- 
45 terschiedlichen Seiien der leitenden Metallplatte 1 ausgebil- 
deten Verdrahtungsabschnitten 2a und 2b kleiner als der Ab- 
stand W2 der Verdrahiungsabschniue 2 ausgefiihn werden. 
wobei folglich die Leiierunteneilungsbreiie weiier vcrklci- 
nert werden kann. AuBerdem konnen die Verbindungsober- 
50 flachen der ersten Elekirodenabschniue 4 und der zweiten 
Elekirodenabschniue 5 deran wie gewiinscht bestimmt wer- 
den, daB die Flexibility der Anordnung der Halbleiierele- 
menielektroden und der AuBenclektroden der Halbleitervor- 
richtung erhoht wird. 

55 

Zweites Ausfuhrungsbeispiel 



GemaB dem ersten Ausfuhrungsbeispiel weisen die ersien 
Elekirodenabschniue 4 und die zweiten Elekirodcnab- 

60 schniite 5 dieselbe Dicke wie die leitende Metallplatte I auf. 
Jedoch kann wie in Fig. 7 und 8 gezeigt der Abstand zwi- 
schen den zweiten Elektrodenabschnitten 5 in derselben 
Weise wie die Verdrahtungsabschnitte 2 durch eine dunncrc 
AusfUhrung der zweite Elekirodenabschniue 5 mittels Atzen 

65 von cincrScitc bei dem Atzvorgang vcrklcincri werden. 

GemaB Fig. 7 isi die Verbindungsoberflache 5a des zwei- 
ten Bektrodenabschnitls 5 an dcr Sciic vorgesehen. die 
nicht geaizt wird. Jedoch kann wie in Fig. 3 gezeigu wenn es 
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crfordcrlich ist. die Verbindungsoberflache 5a des y.weiicn 
Elcktrodenabschnius 5 an der geaizien Sciic vor/.usehen. die 
Verbindungsoberflache durch Anwcndcn eines Presscns an 
dem v.weilcn F.lekirodcnahschniil 5 chen ausgefuhn werden. 
was herkommlich ausgefuhn wurdc. um ein Lciicrcnde eben 5 
ausxufuhren, ohne das ein Problem beim Bondcn vcrursachi 
wird. Jedoch wird. falls der zwciic Elekirodcnabschnin 5 
durch Pressen dunner ausgetuhn. wird, wenn der zweitc 
Elelctrodenabschniu 5 eine Dicke Tl, eine Leiierbrcite Wl 
und eine VerringcrungsgroBc AT2 aufweisu AT2 gleich £ "> 
T2. wobei die erhohtc Leiterbreite gleich v x (AT2/T2) x 
(Wl) wird. was anzeigi. daB der Leiicrabsiand lediglich auf- 
grund der erhohien Leiierbreiie kleiner wird. Dcshalb sollie 
der PreBvorgang. um den zweiien Elektrodenabschnitt 5 
dunner auszufuhren, nur soweil durchgefiihn werden. um 15 
die roh geattte Oberdache eben auszutuhren. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel kann der Abstand 
zwischen den zweiien Elcktrodcnabschniucn 5 klcincr aus- 
oefiihrt werden, indem der zweitc Elektrodenabschnitt 5 
dunner ausgetuhn wird. Folglich kann eine verkleinene 20 
Halbleilervorrichtung erhalien werden. 

Drittes Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB dem zweiien Ausfuhrungsbeispiel sind die zwei- 25 
ten Elektrodenabschnittc 5 dunner ausgefuhn. Jedoch kann 
der Abstand zwischen den ersten Elektrodenabschnitten 4 
kleiner ausgetuhn werden, indem die ersten Elektrodenab- 
schnitie 4 wie die Verdrahtungsabschniue 2 durch Atzen 
von einer Seile bei dem Aizvorgang dunner ausgefuhn wcr- 30 
den. 

GemaB Fig. 9 ist die Verbindungsoberflache 4a des ersten 
Elektrodenabschnitis 4 an der Seile vorgesehen. die nicht 
geaizt wurde. Jedoch kann wie in Fig. 10 gezeigt, wenn es 
erforderlich isi, die Verbindungsoberflache 4a des ersten :w 
Elekirodenabschnius 4 an der geaizien Seile vorzusehen. die 
Verbindungsoberflache durch einen PreBvorgang in dersel- 
ben Weise wie gemaB dem zwei ten Austuhrungsbeispiel 
eben ausgetuhn werden, ohne daB ein Problem beim Bon- 
den verursacht wird. 40 

GemaB dicsem Ausfuhrungsbeispiel kann der Abstand 
zwischen den Elektroden kleiner ausgetuhn werden, indem 
die ersten Elektrodenabschnitte 4 dunner ausgefuhn wer- 
den. Folglich kann gemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel dem 
Wunsch nach einer groBen Anzahl von Siiften (Anschius- 45 
sen, Elektroden) und einer kurzeren Unteneilungsbreite bei 
dem Halbleiterelemententsprochen werden. 



sen nine auBcr dem Verbindungsabschniu. 6 des Leiicrs 
durch Aizcn von cincr Seiie dunncr ausgetuhn, was eine 
Fcinvcrdrahlung ermoglichi. Wie in Fig. 12 gezeigl emiog- 
lichi die Vcrwcndung des Verhindungsabschnins 6 ein An- 
ordnen des erslcn Elekirodenabschnius 4 und des Verdrah- 
lungsabschnins 2a an der ersten Seile der leitenden Metal I- 
platte '1 so wie ein Anordnen des zweiien Elekirodenab- 
schnius 5 und des Verdrahtungsabschnitts 2b an der zweiien 
Seiie der leitenden Mciallplaue 1, wodurch eine dreidimen- 
sional verteilie Anordnung crreichi wird. Folglich kann eine 
Verdraht.ung mil. einer hoheren Dichte verwirklicht und eine 
verkleinene Halbleiiervorrichlung erreichi werden. 

Funfics Ausfuhrungsbeispiel 

GemaB dem vierten Austuhrungsbeispiel sind der erste 
Elekirodcnabschnin. 4. der zweiie Elekirodenabschniu 5 und 
die Vcrdrahtungsabschniitc 2a und 2b in cincr Gcradcn an- 
geordnei. Jedoch konnen wie in Fig. 13 bis 15 gezeigt die er- 
sien Elekirodenabschniu 4 und die zweiien Elekirodenab- 
schniu 5 an jeder beliebigen Position durch Anordnen der 
die ersten Elektrodenabschnitte 4 und die zweiten Elektro- 
denabschnitt 5 verbindenden Verdrahtungsabschnitte 2a und 
2b deraru daB sich die Richtung der Verdrahtungsabschnitte 
2a und 2b in der Mine um einen rechien Winkel anden. 
Folglich kann die Flexibility der Anordnung der Halbleiier- 
elementelektroden und der AuBenelektroden der Halbleiler- 
vorrichtung erhoht werden. was eine weiiere Vcrkleinerung 
der Halbleilervorrichtung ermoglicht. 

Fig. 13 und 14 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenan- 
sicht eines Leiiers. der anwendbar ist, wenn der erste Elek- 
irodenabschniu 4, der zwcite Elekirodenabschniu 5 und die 
Verdrahtungsabschniue 2a und 2b nicht geradlinig verlau- 
fen. Fig. 15 zeigt eine perspektivische Ansicht eines Leiters, 
der anwendbar ist, wenn es ertbrderlich ist, die Verdrah- 
tungsabschniue 2a und 2b mil einem rechten Winkel anzu- 
ordnen. 

GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel konnen der erste 
Elekirodenabschniu 4 und der zweite Elekirodenabschniu 5 
derart in jeder beliebigen Lage angcordnct werden, daB die 
Flexibiliiai der Anordnung der Halbleiterelementelektroden 
und der AuBenelektroden der Halbleilervorrichtung erhohi 
wird, was eine weiiere Vcrkleinerung der Halbleiiervomch- 
lung enndglichi. 



Viertes Ausfuhrungsbeispiel 



50 



Fig. 11 und 12 zeigen eine Draufsicht und eine Seitenan- 
sicht eines Leiiers des Leiterrahmen gemaB dem vienen 
Ausfuhrungsbeispiel. GemaB diesen Darstellungen bezeich- 
nen die Bezugszahlen 2a und 2b Verdrahtungsabschniue, 
die durch Atzen von einer Seite bei Ausbildung des Leiter- 55 
rahmens dUnner ausgefuhn worden sind. Dabei bezeichnei 
die Bezugszahl 2a einen an der ersten Seite der leitenden 
Metallplatte 1 ausgebildeten Verdrahtungsabschnitt und 2b 
einen an der zweiten Seite der leitenden Metallplaue 1 aus- 
gebildeten Verdrahtungsabschnitt Die Bezugszahl 4 be- 60 
zeichnet einen ersten Elektrodenabschnitt und 5 einen zwei- 
ten Elekirodenabschniu, wobei beide dunner ausgefuhn 
sind. Die Bezugszahl 6 bezeichnet einen Verbindungsab- 
schnitt zwischen dem Verdrahtungsabschniu 2a an der er- 
sten Sciic und dem Verdrahtungsabschnitt 2b an der zweiten 65 
Seite. der bei Ausbildung des Leiierrahmens nicht geaizt 
wird. da beide Seiten mit Atzmasken bedeckt sind. 
GemaB diesem Ausfuhrungsbeispiel werden die Ab- 



Sechstes Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 16 zeigt eine Schnittansichi eines Leiterrahmens ge- 
maB dem sechsten Ausfuhrungsbeispiel. wobei Fig. 17 und 
18 eine Draufsicht und eine Seitenansicht eines Leiiers des 
in Fig. 16 gezeigten Leiterrahmens darsteUen. Da die Be- 
zugszahlen bei diesen Darstellungen dieselben Bauelememe 
wie die gemaB Fig. 1 bezeichncn. entfallt deren Beschrei- 
bung. 

Wenn der erste Elekirodenabschniu 4 und der zweiie 
Elekirodenabschniu 5 wie in Fig. 16 gezeigt nahe aneinan- 
der liegen, kann zur Verdrahtung ein wie in Fig. 17 und IS 
gezeigier U-formiger Leiter verwendet werden, wodurch 
eine verkleinene Halbleilervorrichtung erhalten wird. 

Siebtes Ausfuhrungsbeispiel 

Fig. 19 zeigt eine Draufsicht eines Leiterrahmens gemaB 
dem siebten Ausfuhrungsbeispiel wobei Fig. 20 eine ent- 
lang der Linic C-C genommcne Schnittansichi und Fig. -V 
eine perspektivische Ansicht des zweiten Elekirodenab- 
schnius 5 zeigen. Die Verdrahtungsabschnitte 2 sind an der 
zweiten Seite des Leiterrahmenmaterials und die zweiten 
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Hlckirodenabschniiic 5 an dcssen crsicr Sei:c ausgebildet. 
Bei dem Abschnitt, an dcm cin Vercrahiungsabschniu 2 und 
ein zwciier Eiekirodenabschniil.5 sich iibcrlappcn. isi an dcr 
ersien Scitc durch Aiy.cn cin Krcis gc music rt. dcr die Form 
dcs /wcitcn Elcktrodcnabschnius 5 isi. wohingcgcn dcr Vcr- 5 
drahtungsabschniti b/.w. das Verdrahtungs muster an der 
zwcitcn Seiic durch Aizen ausgcbildci isi. Hinsichilich dcr 
andercn Punktc ist dcr Aufbau gentiiB dicsem AusfUhrungs- 
beispiel wie genial dein vienen AusfUhrungsbeispiel, wobci 
gemaB diescm AusfUhrungsbeispiel ein Fall dargestelli isi. 10 
bei dcm der zweite Elekirodcnabschniti 5 an dem in Fig. 1 1 
gczcigicn Verbindungsabschniu 6 ausgebildet isu 

GemaB dicsem AusfUhrungsbeispiel sind die Verdrah- 
lungsabschnitie 2 und die zweiten Eleklrodenabschniiie 5, 
die brciicr als die Verdrahiungsabschnilie 2 sind, an. voncin- 15 
andcr unierschiedlichcn Seiien ausgebildet. wobei zumin- 
desi ein Verdrahtungsabschniu 2 zwischen benachbarten 
zweiien Elcktrodcnabschnittcn 5 ausgcbildci isu damit die 
brcii.cn zweiien Elekirodenabschnitte 5 nichi nebeneinander 
in einer Reihe ausgebildet sind. Folglich besteht keine Not- 20 
wendigkeit, den Abstand zwischen den Verdrahtungsab- 
schniuen 2 zur Ausbildung der zweiten Elekirodenab- 
schnitte 5 zu verbreitem, waseine Verdrahtung mil einer ho- 
heren Dichte und eine verkleinerte Halbleiiervorrichtung er- 
reichi. 25 

Achtes AusfUhrungsbeispiel 

GemaB dem siebten AusfUhrungsbeispiel sind die zweiten 
Elektrodenabschniue 5 und die Verdrahtungsabschnitic 2 30 
iiberlappi. Jedoch konnen die Halbleiterelementelektroden 
eine kleiner Unteneilungsbrcite aufweisen. indem dieersten 
Elekirodenabschnitte 4 und die VerdraJitungsabschnitte 2 an 
unLcrschiedlichen Seiien ausgebildet werdeh und ein Ver- 
drahtung sabschnitt 2 zwischen benachbarten ersten Elekiro- 35 
denabschnitten 4 derail, angeordnet wird, daB die ersten 
Eleku-odenabschniue 4 nichi in einer Linie seitlich angeord- 
net sind. 

Wie vorstchend beschrieben kann gemaB den AusfUh- 
rungsbeispiel en eine Fein verdrahtung erreichi werden, in- 40 
dem die Dicke des Lexers als Verdrahtungsteil zur eleklri- 
schen Verbindung der HalbleiLerelementelekiroden mit den 
AuBenelekiroden der Halbleiiervorrichtung nichi dicker als 
die Haifte der erforderlichen Dicke des Leiterrahmenmateri- 
als ausgefuhrl wird. AuBerdem kann durch Verwendung ei- 45 
nes Leiierrahmcns, der die an beiden Seiien des Leiterrah- 
men materials angeordneten Vcrdrabtungs- und Elekiroden- 
abschnitte aufweist, ein Halbleiterelemeni mil einer groBe- 
ren Anzahl von Suften und einer kleineren Unteneilungs- 
breite erreicht werden. Zusatzlich kann durch Anordnung 50 
der AuBenelekiroden an der rUckwartigen Seite der Halblei- 
lerelemente eine kleiner Halbleiiervorrichtung mit niedrige- 
ren Kosten erreicht werden. 

Wie der vorstehend Beschreibung zu entnehmen ist, wird 
ein Verdrahtungsteil mit einem ersten Elektrodenabschniu 55 
4. der mit einer an einer Oberflache eines Halbleiierelements 
8 ausgebildelcn Elektrodc clektrisch verbunden isi, einem 
zweiten Eleklrodenabschnitt 5, der mit einer an einer exter- 
nen Schaltung ausgebildeten Elekirode clekirisch verbun- 
den ist. und einem Verdrahtungsabschnitt 2 gescharTen, der 60 
den erste Elektrodenabschniu 4 mil dem zweiien Eleklro- 
denabschnitt 5. Der erste Elektrodenabschniu 4, der zweitc 
Elektrodenabschniu 5 und der Verdrahtungsabschnitt 2 sind 
aus einem plauenfonnigen leitenden Korper 1 ausgebildet 
wobci die Dicke dcs Vcrdrahtungsabschnitts 2 nicht groBcr 65 
als die Haifte der Dicke des ersten Elektrodenabschnitts 4 
oder des zweiien Elektrodenabschnitis 5 ausgefuhrl ist. Eine 
Fein verdrahtung kann dadurch erreicht werden, indem der 
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Lciicr als Vcrdrahiungsieil zur elcktrischcn Verbindung der 
Halbleiicrelonienielckiroden 9 mil den AuBenelekiroden dcr 
Halbleiiervorrichtung nichi grofier als die Tlalfic tier erfor- 
derlichen Dicke dcs Triierrahnicnniaicrials ausgefiihn wird; 

Paientanspruchc 

1. Vcrdrahiungsieil. gekennzcichnct durch 
eincn ersien Elektrodenabschniu (4). der mil einer an 
einer Oberflache eines Halbleiierelements (8) ausgebil- 
deien Elekirode (9) elekirisch verbunden ist, cincn 
zweiien Elcktrocenabschnin (5), der mil einer an einer 
externen Schaltung ausgebildeten Elekirode elekirisch 
verbunden isi, und einen Verdrahtungsabschnitt (2). dcr 
den ersten Elekirodcnabschniti (4) mil dent zwcitcn 
Elektrodenabschniu (5) vcrbindet, 
wobei der erste Eleklrodenabschnitt (4). der zweite 
Elektrodenabschniu (5) und dcr Vcrdrahtungsabschniii 
(2) aus einem plauenfonnigen leitenden Korper (1) 
ausgebildet sind und die Dicke des Verdrahtungsab- 
schnitts (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste 
Eleklrodenabschnitt (4) oder der zweite Eleklrodenab- 
schnitt (5) ausgefuhrl ist. 

2. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
zeichneu daB der Verdrahtungsabschnitt (2) an einer 
Oberflache des plauenfornugen leitenden Korpers (1) 
vorgeschen ist. 

3. Verdrahtungsteil nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verdrahiungsabschnilie (2) verstreut 
an beiden Oberflachen des plauenfonnigen leitenden 
Korpers (1) angeordnci sind. 

4. Verdrahtungsteil nach einem der Anspruche 1, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Dicke des ersten Elek- 
trodenabschnitis (4) und die Dicke des zweiien Elek- 
trodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plauenfonni- 
gen leiienden Korpers (1) sind. 

5. Verdrahtungsteil nach einem der AnsprUchc 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Dicke entweder des 
ersien Elektrodenabschnitis (4) oder des zweiien Elek- 
trodenabschnitts (5) dieselbe wie die des plattenfornii- 
gen Korpers (1) ist, wobei die Dicke des andercn nicht 
mehr als die Halfie dcr des plauenfonnigen leitenden 
Korpers (1) betragt. 

6. Verdrahtungsteil nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichneu daB der erste Elektrodenabschniu (4) oder der 
zweite Elektrodenabschniu (5), deren Dicke nicht mehr 
als die Haifte des platienformigen leitenden Korpers 

(1) betragu gepreBt wird, um deren Oberflachen eben 
auszufuhren. 

7. Verdrahtungsteil, gekennzeichnet durch 
einen ersten Eleklrodenabschnitt (4), der mit einer an 
einer Oberflache eines HaJbleiterelements (8) ausgebil- 
deten Elektrode (9) elekirisch verbunden ist, eincn 
zweiten Elektrodenabschniu (5), der mit einer an einer 
externen Schaltung ausgebildeten Elektrode elekirisch 
verbunden ist, einen Verdrahtungsabschniti (2), der den 
ersten Elektrodenabschniu (4) mit dem zweiien Elek- 
trodenabschniu (5) verbindet, und einen Verbindungs- 
abschniu (6), der bei einem Teil des Verdrahtungsab- 
schnius (2) zur Verbindung des Verdrahtungsabschniits 

(2) ausgebildet isu 

wobei der erste Eleklrodenabschnitt (4), der zweite^ 
Eleklrodenabschnitt (5), der Verdrahiungsabschniu (2) 
und der Verbindungsabschniu (6) aus einem plauentor- 
migen leiienden Korper (1) ausgcbildci. sind und je- 
wel Is die Dicke des ersten Elckirodenabschnius (4), 
des zweiien Elektrodenabschnitis (5) und des Verdrah- 
tungsabschnius (2) nichi groBcr als die Haifte dcr 
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Dicke dcs VcrhindunesahschniiLs (6) ausgcfuhn isi. 

8. Verdraluungsicil nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnei. daB dcr Verbindungsabschnitt (6) cin Ab- 
schniti isi. bci dem dcr Verdrahtungsahschniit (2) und 
emwcder dcr crstc Elektrodenabschniu (4) oder dcr 5 
zweiic Elektrodenabschnitt (5), dcr brciicr als dcr Vcr- 
drahiungsabschniu (2) isi, sich gcgensciiig uberlappen. 

9. Verdrahtungsieil nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnei. daB die Verbindungsabschniuc (6), die eniwc- 
dcr den ersten Elekirodenabschniti (4) odcr den zwei- 10 
ten Elekirodenabschniti (5) aufweisen und an benach- 
barten Verdrahtungsabschnitien (2) ausgebildei sind. 
derart angcordnet sind, daB sie nichi nebencinander 
ausgerichtci sind. 

10. Verdrahtungsieil nach einem der Anspruche von 1 15 
bis 9. dadurch gekennzeichnei, daB der Verdrahtungs- 
abschnitt (2) aus dem plauenlormigen leitenden Korper 

(1) durch Atzcn ausgcbiidcfisi. 

11. Verdrahtungsieil nach einem der Anspruche 1 bis 
10, dadurch gekennzeichneu daB zumindesi eine Ober- 20 
flache des. ersien ElektrodcnabschnitLs (4) oder dcs 
zweiten Elektrodenabschnius (5) nicht dern Atzvor- 
gang umerzogen worden isL 

12. Leiterrahmen. gekennzeichneL durch 

cine Vielzahl von Verdrah lungs teilen. wobei das Ver- 15 
drahtungstcil einen ersten Elekirodenabschniti (4). der 
mil einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements 
(8) ausgebildeten Elekirode (9) elekirisch verbunden 
ist, einen zweiten Elekirodenabschniti (5), der mil einer 
an einer exiernen SchalLung ausgebildeten Elektrode 30 
elektrisch verbunden ist, und einen Verdrahtungsab- 
schnitt (2) aufweisu dcr den ersten Elekirodenabschniti 
(4) mil dem zweiten Elektrode nabschnitt (5) verbindeu 
wobei der erste Elektrodenabschnitt. (4), der zweite 
Eleklrodenabschniu (5) und der Verdrahtungsabschniu 35 

(2) aus einem plattentorrnigen leitenden Korper (1) 
ausgebildet sind und die Dicke des Verdrah tungsab- 
schnitis (2) nicht dicker als halb so dick wie der erste 
Elekirodenabschniti (4) oder der zweite Elekirodenab- 
schniti (5) ausgcfuhn isu 40 

13. Leiterrahmen, gekennzeichnei durch 

eine Vielzahl von Verdrah tungsteilen, wobei das Ver- 
drahtungsieil einen ersten Elekirodenabschniti (4), der 
mil einer an einer Oberflache eines Halbleiterelements 
(8) ausgebildeten Elektrode (9) elektrisch verbunden 45 
ist. einen zweiten Elektrodenabschnitt (5), der mil einer 
an einer externen Schaltung ausgebildeten Elektrode 
elektrisch verbunden ist, einen Verdrahtungsabschniu 
(2), der den ersten Elektrodenabschnitt (4) mit dem 
zweiten Elektrodenabschnitt (5) verbindet, und einen 50 
Verbindungsabschnitt (6) aufweist, dcr bei einem Teil 
dcs Verdrahtungsabschnitls (2) zur Verbindung des 
Verdrahtungsabschnitts (2) ausgebildet isu 
wobei der erste Elektrodenabschnitt (4), der zweite 
Elektrodenabschnitt (5), der Verdrahtungsabschniu (2) 55 
und der Verbindungsabschnitt (6) aus einem plattenfor- 
migen leiienden Korper (1) ausgebildet sind und je- 
weils die Dicke des ersten Elekirode nabschnitis (4), 
des zweiten Elektrodenabschnitts (5) und des Verdrah- 
tungsabschnitts (2) nicht groBer ais die Halfte der 60 
Dicke des Verbindungsabschnitts (6) ausgefuhrt ist. 
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